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Istorija

17 a.Hiuigenso principas
19 a.pr. Frenelio lygtys

19 a.pab. Maksvelo lygtys
20 a. pr. Drude tyrinéjimai

1944 m. pirmasis panaudojo elipsometrijos terming —
Rotenas.

1960 m. elipsometrijos reikSmeé iSaugo atsiradus
kompiuteriams.

1970 m.pirmasis komersinis elipsometras



Teorija

Elipsiskai poliarizuota banga
KetvirCio bangos ilgio plokstelé
Poliarizatoriai

Frenelio formulés
Poliarizacijos laipsnis

Jone’s matricos



Elipsiskai poliarizuota Sviesa
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Elektrinio vektoriaus komponentes
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Ketvircio bangos ilgio plokstele

KeiCia bangos poliarizacijg
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Poliarizatoriai
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Frenelio formules

Atsispindéjusios
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komponenciy
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Frenelio atspindzio faktoriai
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R, ir R priklausomybes nuo kritimo
kampo




Poliarizacijos laipsnis
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Jone’s optines matricos

r yra atspindzio matrica (Jones matrica).

Ji sieja p ir s komponentes bangai atsispindint nuo
pavirsiaus.



Bangos atspindys
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Elipsometrijos principas
-

Apibrézimas: medziagos neardantis optiniy parametry
matavimo metodas, kuris remiasi poliarizacijos pokycCiu,

susidaranciu poliarizuotai Sviesos bangai atsispindint
nuo veidrodinio pavirsiaus.

Kadangi dazniausiai poliarizacija yra elipsing, tai ir
metodas vadinamas elipsometrija ©



Elipsometro schema

W
L — saltinis
P - poliarizatorius
S — bandinys

A — analizatorius
D — detektorius
C - kompensatorius



Elipsometrijos principail




Matuojami dydziai
-

Fiksuojamos poliarizatoriaus
Ir analizatoriaus azimuty
padétys

Kas
1S
to?




WYir A kas tai?

WY ir A tiesiogiai siejasi su Frenelio koeficientais

Y nusako amplitudés pokyt|

A nusako fazeés pokyiti



Duomeny analize arba ka daryti,
kad buty naudos?

Matavimas




Elipsometrijos metodai

Nuliné elipsometrija
Spektroskopiné elipsometrija
Fotometriné elipsometrija

Fazés moduliaciné elipsometrija
Ir kita



Gali buti taip

In-plane zampl
rotation

Transroission Input Light
Elhipsometry \ I
Multiple angles of

incidence: negative & positive Ellipsometry




Nuline elipsometrija (PSCA tipo)



Nuline elipsometrija (PCSA tipo)



Spektroskopine elipsometrija
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Luzio rodiklio priklausomybe nuo
bangos ilgio ( Sviesos dispersija)

1000



Fotometrine elipsometrija

\VAV

time varying signal
at detector



Fazes moduliacine elipsometrija

time varying signal
at detector has 3 components



Elipsometras J1acp-3M



Nadp-3M nulinis elipsometras
(PCSA tipo)



Elipsometro struktura

He-Ne lazeris, spinduliuojantis 632,8 nm ilgio bangg

Poliarizatorius ir analizatorius yra Glano-Fuko
prizmes is Islandinio Spato (kalcitas)




Elipsometro struktura

Kompensatorius — ketvirCio bangos ilgio plokstelé
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Kas gaunasi?
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Delta parametras
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Zolio-Gelio danga
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Zolio-Gelio danga
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Taikymai
—

Elipsometrinial
parametrai
YirA




Medziagy busenos

i

Liquid thin Solid thin
films films
Liquid- vapor Liquid -liquid

interfaces interfaces



SOI Structure determination in less
than 6s. with multiguess routine

30 A native oxide
0.57 pm ¢Sl

0.33 pm Si0,

0.24 pm polysilicon
0.65 pm Si0,

g-Si

and surface layer mapping in 6 min.
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